
1. . .. 

1 EP 0 353114 81 2 

Description 

La presente invention a pour objet un dispositif 
d'interconnexion entre un circuit integre (note Cl) et 
un circuit electrique (note CE), comma par exam­
ple un circuit imprime (note Clmp), le CE compor­
tant une face sensiblement parallele a la face acti­
ve du Cl. Le dlspositlf est susceptible de relier au 

~molns un plot du Cl et un point de connexion du 
CE qui sont decales run par rapport l l'autre dans 
un plan abstralt (dit "de ref8rence") senslblement 
paralfele a la face active du Cl. Alnsi quelle que 
soit la correspondance desiree entre les plots du 
Cl et les points de connexion du CE, le dlsposltlf 

. oermet d'assurer une reduction notable du nombre 
JU de la longueur des pistes reallsees dans OU sur 

V Cl ou le CE, grice a un choix judicieux de 
deplacements, dans le plan de reference, au sein 
du dispositif lui-m@me, un tel choix etant suscepti­
ble d'itre programme. L'lnvention a aussi pour 
objet un procede de fabrication d'une partie de ce 
dispositif a partir d'un nombre prefixe de modules 
d'un seul type. 

Les dimensions relatives des plots d'une face 
active d'un Cl et des points de connexion d'un CE, 
comma par example un Clmp monocouche ou 
multicouches, excluent la possibilite de connecter 
directement le Cl au CE : ii est necessaire d'inter­
connecter le Cl et le CE au moyen d'un dlspositif 
dont ~a finesse de connexion est intermediaire en­
tre celle du Cl et celle du CE. Un tel dispositif 
occupe necessairement de la place et complique la 
manoeuvre d'interconnexlon. 

~ D'autre part, la correspondance desiree entre 
vs plots du Cl et les points de connexion du CE 

peut impllquer une realisation de pistes supple.:. 
mental res. 

On conna1t des disposltifs d'interconnexion en­
tre un Cl et un CE comportant une embase fabri­
quee dans un materiau isolant, situee entre le Cl et 
· 1e CE, dont les dimensions dans ledit plan de 
ref8rence sont largement superieures a celles du 
Cl, sur laquelle est fixee le Cl du c6te oppose a sa 
face active ; l'interconnexion desiree est ~ssuree 
au moyen de fils conducteurs d'electricite (dits "die 
bonding" et dont la finesse est du m@me ordre de 
grandeur que celle des plots du Cl) reliant les plots 
du Cl a des pistes conductrices d'electriclte (dont 
la finesse de realisation est intermediaire entre 
celle des plots du Cl et celle des points de 
connexion du CE) qui sont realisees sur et/ou au 
sein de l'embase, ces pistes divergeant autour du 
Cl par example vers des pattes, qui sont destinees 
a Atre ficttees dans des trous d'un Clmp. II est 
egalement connu de munir une telle embase, non 
pas de pattes, mais de plots, places a la peripherie 
de la face de l'embase situee en regard du CE, 
relies auxdites pistes par example au moyen d'une 
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p:ietallisation partielle des c6tes de l'embase, et 
destines a @tre soudes aux points de connexion du 
CE. 

Ces dispositifs connus presentent neanmoins 
de multiples inconvenients : 

f- .. 
(I 
i 

- a cause de leur finesse, les flls de bonding 
sont fragiles ; pour minimiser cette fragillte, 
ces fils sont aussl courts que possible et 
n'attelgnent que des endrolts sltues a la perl­
pMrle de la face active du Cl (autrement dlt, 
tes plots du Cl sont perlpherlques) : cecl, 
d'une part llmite le nombre de plots d'un Cl 
de surface donnee, et d'autre part implique la 
realisation de pistes {dans et/ou sur le Cl) 
reliant des zones situees au centre de la face 
active du Cl a la perlpMrie de celle-cl ; 

- toujours a cause de leur finesse, les fils de 
bonding sont dellcats · a connecter, tant aux 
plots du Cl qu'aux pistes de l'embase ; 

- les fils de bonding sont connectes un par un, 
ce qui prend du temps ; 

- les dimensions de l'embase dans le plan de 
. retere".1C9 etant superieures a celles du Cl, le 
dispositlf d'lnterconnexlon est encombrant : 
ce dispositif d'interconnexion ne permet pas 
de compenser une eventuelle complexite de 
la correspondance desiree entre les plots du 
Ct et les points du CE. 

On conna'lt par ailleurs des dispositifs d'inter­
connexion entre un Cl et un CE comportant des 
couches de materlau dielectrlque pourtant des 
voies conductrices et des vias conducteurs. Ainsi 
!'article paru dans IBM Technical Disclosure Bulle­
tin, vol. 28, N• 3, aoOt 1985, pages 1184-1185 
decrit un dispositlf multtcouche de connexion entre 
une puce de semiconducteurs et une couche de 
base portant des broches, qui correspond a un 
dispositif salon la partie precaracterisante de la 
revendi.cation 1. Le dispositif comporte au moins 
une couche intermediaire dielectrique traversee de 
vias conducteurs sur les deux faces de laquelle 
sont appllques des motifs de pistes conductrices 
salon une technique ctassique de realisation de 
circuits imprimes. Ces motifs sont determines en 
fonction des distributions d'alimentation et de si­
gnal a realiser puis les extremltes de vias d'une 
face d'une couche sont soudees a des pistes ade­
quates de la face en vis-a-vis de la couche adja­
cente. 

Une autre solution connue d'apres la demande 
de brevet europeen EP-A-0 268 111 consiste, pour 
interconnecter des puces de semiconducteur et un 
substrat commun d'interconnexion, a Interposer 
plusieurs feuilles dlelectriques portant chacune des 
pistes de conducteurs . paralll)les dl§poses par me­
tallisation et permettant les interconnexions voulues 
a l'aide de Vias conducteurs perces OU interrompus 
dans certaines des couches. 
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Dans les deux cas, ii est necessaire de realiser 
soit des dessins de pistes specifiques soit des 
percages et metallisations de vlas specifiques ca­
racterfstiques de l'interconnexlon a mallser. Ainsl la 
fabrication de chaque couche micesslte des opera-

. tions ditterentes selon . des techniques de realisa­
tion relatlvement complexes et coOteuses. 

L'invention se propose done de remedier aux 
~· inconvenlents resultant de l'utillsatlon de fils de 

bonding tout en recourant a un dh~positif tr~s sim­
plifle de fabrication aisee et peu coOteuse griice a 
une standardisation tres poussee des elements 
d'interconnexion prevus. 

Ces inconvenients sont elimlnes par un dispo­
sitif d'interconnexion entre un circuit i~gre et un 

\. / circuit electrique et un proc8cl8 de fabrication tels 
U que definis dans les revendlcations 1 et 7, respecti­

vement. Des modifications avantageuses sont d8fi­
nies dans les revendicatlons dependailtes 2 a 6, 8 
et9. 

( ' 
I v 

Des precisions, des particularites et ditterentes 
modes de realisation de l'inventlon apparailront au 
cours de la description qui suit, a l'aide des figures 
annexees qui representent : · 

- la figure 1, une vue en coupe d'un dispositif 
connu d'interconnexlon entre un Cl et un CE ; 

- la figure 2, une vue de dessus du disposltif 
connu de la figure 1 ; 

- la figure 3, un schema en eclate d'un mode 
de realisation du dispositif selon !'Invention, 
situe entre les deux circuits (Cl et CE) qu'il 
relle; 

- la figure 4, un schema en eclate d'un mode 
de realisation prefere du disposltif selon !'in­
vention, situe entre les deux circuits (Cl et 
CE) qu'il retie ; 

- la figure 5, une vue detaillee et en perspecti­
ve d'une premiere variante du dispositlf de la 
figure 4 dessine isolement, et represente en 
cours de fabrication ; 

• la figure 6, une partie des elements de la 
figure 5; 

- la figure 7, une vtie non detaillee et en pers­
pective eclatee d'une seconde variante du 
dispositif de la figure 4, dessine isole.ment ; 

- la figure 8, un schema synoptique d'une pre­
mi~re variante d'un procede de fabrication 

· d'une lamelle du dispositif salon !'invention ; 
- la figure 9, un schema synoptique d'une par­

tie d'une seconde variante d'un procede de 
fabrication d'une lamelle du disp<;>sitif salon 
!'invention ; 

- la figure 10, une vue de dessus illustrant des 
variantes du dispositif de la figure 4, dessine 
isolement. 

Sur ces ditterentes figures, d'une part l'echelle 
reelle n'a pas ete respe~e. et d'autre part las 
mimes references se rapportent aux m8mes ele-

ments. 
1,;. Un disposltif connu et preoedemment decrit est 
~i itlustr8, respectivement en coupe et vu de dessus, 

sur les figures 1 et 2. Un Cl 1 est fixe par de la 
s colle 2 a une embase 3 : cette embase 3 comporte 

une plaquette support 31, portant le Cl 1 sur sa 
face superieure, recouverte par une plaquette an­
nulalre 32, dlsposee sur la plaquette support 31 et 
autour du Cl 1 ; la face active du Cl 1 est placee a 

10 !'oppose de l'embase 3, et porte des plots p0rlphe­
rfques 11 ; ces plots sont relies, au moyen de flls 
de bonding 34 (qui sont soudes a chacune de leurs 
e~mites) · a des pistes conductrices d'electricite 
33, qui sont reallsees par serlgraphie sur la pla-

15 quette annulalre 32 ; ces pistes 33 divergent (com­
ma le montre la figure 2) vers des pattes 35 (qui 
sont soud8es aux pistes 33) ; · ces pattes 35 sont 
par exemple flch0es dans les trous 42 d'un circuit 
imprime 41 et soudees a celui-ci au moyen de 

20. soudures 5 selon un procecte connu en lui-m8me. 
La figure 3 sch0matise en eclate un mode de 

realisation du dispositif 6 selon !'invention. Ce dis· 
p~itif 6 assure l'lnterconnexion entre un Cl 1, 
comportaot un nombre k de plots 11 situes sur sa .... 

2s .::, face active 12 (cette face 12 definissant un plan 
abstrait de reference 7 comme cela a ete explique 
dans ce qui pre~de) et un CE 4, comportant par 
exemple le m8me nombre k de points de 
connexion 41 qui se trouvent sur une surface sen-

30 slblement parallele audit plan de reference. Le dis­
positif 6 comporte une lamelle dont une premiere 
face 601, est sltuee en regard de la face active 12 
du Cl 1, et dont une seconde face 602 est situee 
en regard de ladite surface du CE 4, ces faces 601 

35 er 602 etant senslblement paralleles au plan de 
reference. La lamelle est reallsee dans un materiau 
electriquement lsolant et dont le coefficient de dila­
tation thermique est avantageusement sensible­
ment egal a celui du Cl 1. Les dimensions de la 

40 lanielle dans le plan de reference sont avantageu­
sement sensiblement les mimes que celles du Cl 
1 qui est par exemple carre. Sur les faces 601 et 
602 se trouvent respectlvement des plots 61 et 62, 
disposes respectivement en face des plots 11 du 

45 Cl 1 et des points de connexion 41 du CE 4, et 
dorit · la fi~esse est intermedialre entre celle des 

;. plots 11 du Cl 1 et celle des points de connexion 
;·· 

41 du CE 4. Les plots 61 de la premiere face 601 
sont relies, par example de fa1ton biunivoque, a 

so ceux 62 de la seconde face 602 par des voies 
conductrices d'electricite fusibles (non represen­
tees sur cette figure 3) dont au moins une retie un 
plot 61 donne (de la premiere face 601) a un plot 
62 donne (de la seconde face 602) decale dans le 

55 plan de reterence 7 par rapport au plot 61 conslde­
re. Sur cette figure 3, le Cl 1, le disposltif 6, et le 
CE 4 sont representes ecartes les uns des autres, 
mais ces elements sont en realite en contact les 

3 
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uns ·des autres, comme l'indiquent les fleches dis­
continues 8. Un tel contact est assure par d&s · 
moyens d'assemblage, constitues par example de 
brasures realisees au niveau de chaque couple de 
plots (11, 61) et de chaque couple de plot et point 
de connexion (62, 41) : des mlcrovolumes d'un 
materlau conducteur d'slectriclte sont, soit depo-

. ses, solt obt&nus par crolssance cristalllne, sur l'un 
ri..-et/ou l'autre plots et/ou points de connexion qui 

dolvent ~tre en contact ; ces mlcrovolumes sont 
ensulte soud9s aux plots et/ou points de connexion 
qui les envlronnent. Toutes les brasures correspon­
dant a la mlse en contact du Cl et du dlsposltlf 6, 
respectivement du dlsposltlf 6 et du CE, c'est-a­
dire toutes les brasures effectuees au niveau des 

l ,ouples de plots (11, 61 ), respectivement au niveau 
l.Jes couples de plot et point de connexion (62, 41), 

sont realisees en une seule operation. 
la figure 4 schematise en eclate un mode de 

realisation pretere du dispositif 6 selon !'invention 
pour lequel les plots 11 du Cl, ceux 61 et 62 des 
faces 601 et 602 du dispositif 6, et les points de 
connexion 41 du CE 4, sont respectivement dispo­
ses aux sommets de quatre quadrillages Oci.01 ., 
Ch et .acE· Ces quatre quadrillages Oci. 01. ~ et 
OcE sont sensiblement : 

- reguliers; 
- ldentiques ; 
- identiquement orientes ; 
- non decales les uns par rapport aux autres, 

comme l'indique l'axe A. Salon ce mode de 
realisation prefere, le Cl 1 et le dfsposltlf 6 
sont de preference carres. Le reste de la 

l description de la figure 4 est analogue a celle 
~· de la figure 3. 

la figure 5 illustre de faoon detaillee une pre­
miere varlante du dispositif 6 de la figure 4, dessi­
ne isolement et represente en cours de fabrication 
: avant son utilisation, ce dispositif est destine a 
subir un traitement (expose dans ce qui suit), qui 
depend de la correspondance desiree entre les 
plots du Cl et les points de connexion du CE. Ce 
disposltif 6 comporte une lamelle 100, dlte de 
decalage et appelee "strate matricielle de decala­
ge" (et notee SMDP) a cause du fait qu'elle com­
porte moins une vole conductrlce d'electricite -r~­
liant un .plot 61 donne (de la premiere face 601) ~ · 
un plot 62 donm~ (de la seconde face 602) decals 
par rapport au plot 61 considers, comme cela a ete 
speclfle dans ce qui precede. Plus precisement, 
comme illustre sur la figure 6 qui represente une 
partle des elements de la figure 5, une voie · 
conductrice d'electricite est susceptible de relier : 

- soit un plot 611 (respectlvement 612), situe 
sur la premiere face 601, a un plot 621 
(respectlvement 622), situe sur la seconde 
face 602 de la lamelle, non decale (autrement 
dit, decale d'un nombre p = O de pas du 

6 

10 

15 

quadrillage 01 de la premiere face 601) par 
rapport au plot 611 (respectivement 612) de 
la premiere face 601 ; 

- soit un plot 611 (respectlvement 612), situs 
sur la premiere face 601, a un plot 622 
(respectivement 621 ), sltue sur la seconde 
face 602 de la tamelle, dscale d'un nombre p 
= 1 de pas du quadrlllage 01 de la premiere 
face 601 dens une des deux directions de ce 
quadrlllage 01 . 

Les quatre points cardlnaux geographlques 
(nord, est, sud, ouest respectlvement notes N, E, 
S, 0) sont attrlbu's l la SMDP 100 afln de faclllter 
la description du dlsposltlf 6 . et de ses divers 
elements. . 

Une voie conductrice d'electricite sans decala­
ge comporte un chemin transversal 91, dit "direct", 
(respectivement 98), sensiblement rectillgne et 
sensiblement perpendlculaire au plan de reterence 

20 . 7, passant par un sommet 611 (respectivement 
612) du quadrillage 01 de la premiere face 601. 

Une vole conductrice d'electricite avec un ds­
calage comporte dans cet ordre : 

- tine piste longitudinale 94 (respectlvement 
25 95), serislblement rectiligne, reali~e sur la 

premiere face 601, sensiblement parallele a 
une premiere diagonale 01 du quadrillage 01 
(parallele a la direction S/O - NIE) et dont la 
longueur est egale a la molti8 de la diagonale 

so d'un carre elementaire Ce du quadrillage 01 ; 
- un chemin transversal 93 (respectivement 

92), dlt "indirect", sensiblement rectlligne et 
senslblement perpendiculaire au plan de rete­
rence 7, passant par un centre 631 (respecti-

36 vement 632) du quadrillage 01 de la premie­
re face 601; 

- une piste longltudlnale 96 (respectlvement 
97), sensiblement rectiligne, reallsee sur la 
seconde face 602, sensiblement parallele a la 

40 seconde dlagonale D:i du quadrillage Q1 -

(parallele a la direction SIE • N/O), et de 
m~me longueur que la piste longitudinale 94 
(respectivement 95). 

Au cours de la description des figures 5 et 6, 
45 le quadrillage 01 de la premiere face 601 a ete 

arbltralrement pris comma reterence, mais celui 02 
de la seconde face 602 auralt pu jouer le m~me 
r81e. 

Au stade de fabrication du dispositlf 6 illustre 
so sur les figures 5 et 6, chaque plot 611 (respective­

ment 612) de la premiere face 601 est relie d'une 
part a un plot 621 (respectivement 622) non deca­
le, et d'autre part a Un plot 622 (respectivemEmt 
621) decale d'un nombre p = 1 de pas du quadril-

5s lage 01 dans la direction E - 0 : les plots de la 
SMDP 100 sont done regroupes par quatre (deux 
plots analogues aux plots 611 et 612, et deux plots 
analogues aux plots 621 et 622). 

4 
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Salon l'interconnexion desiree entre le Cl et le 
CE, et en vue de minimiser le nombre ou la lon­
gueur des pistes realisees dans OU sur le Cl OU le 
CE, on choisit pour chacun de ces groupes de 
quatre plots, deux trajets. Ce choix est susceptible 
d'8tre programme. Les voies conductrices d'electri­
cite fusibles correspondant a des trajets non choi­
sis sont grillees. Salon la premiere variante illustree 

Y' par les figures 5 et 6 ii est possible : 

i 

0 

- soit de relier le plot 621 au plot 611, et le plot 
622 au plot 612, ce qui revlent a griller les 
deux voles conductrlces d'electrlclte constl­
tuees respectlvement des pistes longltudlna­
les 94, 96 et 95, 97 d'une part, et des che­
mins transversaux Indirects 93 et 92 d'autre 
part; 

- soit de relier le plot 622 au plot 611 et le plot 
621 au plot 612, ce qui revient a griller les 
deux voies constituees respectivement des 
chemins transversaux directs 91 et 98. 

Comma cela a ete explique precedemment, la 
SMDP 100 comporte au moins une voie conductri­
ce d'electricite avec un decalage, c'est-a-dire au 
molns un groupement de quatre plots 611 •.. 612, 
621, 622 relies salon le second choix. 

La figure 7 donne une vue en perspective non 
detalllee d'une seconde variante du dispositif 6 de 
la figure 4 dessine isolement Ce dispositlf compor­
te un nombre n de lamelles de preference carrees 
d'un premier type 1000, 2000. 3000, 4000, ... , 
separees par un nombre n-1 de lamelles de prefe­
rence carrees d'un second type 1002, 2003, 3004, 
..... Ces lamelles d'un premier type sont sensi-

\ . blement identiques a la SMDP 100 des figures 5 et 
G 6 et sont egalement appelees SMDP. La corres-
···- pondance entre les plots d'une premiere face et les 

plots de la seconde face de chacune des lamelles 
du premier type, c'est-a-dire le choix des trajets au 
sein de chacune de ces SMDP, est propre a cha­
cune de ces SMDP. Plus precisement, chaque 
lamelle du premier type est susceptible d'introdui­
re, pour chaque groupement de quatre plots analo­
gues a ceux 611, 612, 621, 622 des figures 5 et 6, 
un decalage dans la direction E-0 des quatre 
points cardinaux N, E, S, 0 qui lui sont propres 
(sur la figure 7 seul le point cardinal N 21, 22, 23, 
24 de chaque SMDP du premier type 1000,'·2000, 
3000, 4000 a ete desslne). Une combinaison du 
choix des trajets au sein de chaque SMDP, de 
!'orientation des SMDP 1000, 2000, 3000, 4000, .. 

., les unes par rapport aux autres, et du nombre n 
de SMDP, est done susceptible d'assurer n'importe 
quelle correspondance entre les plots de la premie­
re face de la SMDP 1000 qui est situee en regard 
de la face active du Cl, et ceux de la seconde face 
de la SMDP qui est situee en regard du CE : sur le 
cas particulier illustre par la figure 7, dans un 
repere fixe 29 correspondant aux quatre points 
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cardinaux N, E, S; 0 du plan de reference 7 : 
- la lamelle 1000 assure au moins un decalage 

E-0; 
la lamelle 2000 assure au moins un decalage 
N-S; 

- la lamelle 3000 assure au moins un decalage 
E-0; 

- la lamelle 4000 assure au moins un decalage 
N-S. 

D'apres la configuration des SMDP 1000, 2000, 
3000, 4000, ... , II est par ailleurs Indispensable 
d'lntercaler, entre ces SMDP, des lamelles d'un 
second type 1002, 2003, 3004, .•. , qui ont pour 
fonctlon d'lsoler les pistes longltudlnales de la se­
conde (respectivement premiere} face d'une SMDP 
donnee, de celles de la premiere face (respective­
ment seconde) d'une SMDP. adjacente. Les lamel­
les du second type sont appelees nstrates d'isola­
tion" (et notees SI) ; elles sont analogues a la 
SMDP 100 des figures 5 et 6 mais ne comportent 
que des chemins transversaux directs. L'epalsseur 
des SI 1002, 2003, 3004, ... , est avantageusement 
inMrieure a calla des SMDP 1000, 2000, 3000, 
4000, ... , afln de redulre la dimension du dlsposltif 
6 perpendiculairement au plan de reference 7 : en 
effet, les SI (contralrement aux SMDP) ne presen­
tent pas de risques de claquage entre des pistes 
longitudinales situees de part et d'autre d'une 
m8me lamelle. 

Un schema synoptique d'une premiere variante 
d'un procede de fabrication d'une lamelle du dlspo­
sltif selon !'invention est illustre sur la figure 8. Ce 
schema represente les etapes de fabrication d'une 
SMDP anal9gue a celles 1000, 2000, 3000, 4000, . 
.. , de la figure 7, OU a calla 100 de la figure 5. 

Ces etapes s'encha'ihent de la faoon sulvante : 
- une .lamelle dont la surface possede de pre­

ference sensiblement les m8mes dimensions 
que callas de la face active du Cl, est fabri­
quee salon une methode connue dans un 
materiau electriquement isolant, pendant une 
etape 10; 

- des trous sont perces, a travers la lamelle, 
sensiblement perpendiculaire~ent a ses fa­
ces, aux sommets et aux centres d'un qua­
drillage sensiblement regulier I durant une 
etape 20; 

- la surface inteme de ces trous est recouverte 
d'une couche conductrice d'electricite : com­
ma par example du metal, ce qui constitue 
une etape 30 ; 

- des pistes conductrices d'electricite sont rea­
lisees, par example par serlgraphie, sur cha­
cune des faces de la lamelle, salon le dessin 
correspondant aux figures 5 et 6 pendant une 
etape 40; 

- une definition des plots de chaci.me des fa­
ces de la lamelle que l'on desire relier consti-
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tue une etape 50 (cette definition est fqnction 
de la correspondanee desiree entre les plQts 
du Cl et les points de connexion du Cl:) ; " 

- des trajets sont choisis selon cette definition 
pendant une etape 60 ; ces trajets compor­
tent des traversees de la lamelle dans des 
trous et des deplacements sur l'une et l'autre 
face de la lamelle le long desdites pistes 
serigraphiees ; 

- las trous et pistes c;onducteurs d'electricite 
non choisis lors de l'etape 60 precedente 
sont traites de facon a ne plus conduire 
l'electricite : ils sont "grilles" ; cette operation 
constitue l'etape 70. 

Les etapes 10, 20 et 30, constituant une phase 
\ ..J de fabrication d'une lamelle comportant des 
\......Jhemins transversaux, peuvent 8tre remplacees par 

une phase 800, dont le schema synoptique est 
donrn§ par la figure 9, et qui comporte : 

- une phase 81 de disposition, d'un nombre b, 
egal au nombre de sommets et de centres 
d'un premier quadrillage, de bobines d'un fil 
conducteur d'electrlcite, assurant une reparti­
tion de b fils aux sommets et aux centres de 
ce premier quadrillage ; ·- ... 

- 1.1ne phase (82, 83) de fabrication d'une pre­
miere lamelle, dite "lamelle-moule", fabri­
quee dans un materiau n'adherant pas au 
materiau isolant, dont la surface est au moins 
egale a celle de la lamelle du dispositif, com­
portant b trous, repartis aux sommets et aux 
centres du premier quadrillage, chacun des 
trous ayant de preterence une section dont la 
forme et les dimensions $Ont sensiblement 

y las mimes qua celle des fils ; 
- line phase 84 de passage des b fits respecti­

vement dans las b trous correspondants de la 
premiere lamelle-moule ; 

- une phase (85, 86) de fabrication et de per­
gage d'une seconde lamelle-moule, ayant 
sensiblement les m@mes caracterlstiques que 
la premiere et comportant en outre des 
moyens de fixation desdits b fils ; 

- une phase 87 de passage des fits dans la 
seconde lamelle moule et de positionnement 
de celle-ci; 

- une phase 88 de fixation des b fils respecti· 
vement dans les b trous correspondants de 
l~ite seconde lamelle-moule ; 

- une phase 89 d'injection d'un materiau dur­
cissable, electriquement isolant, entre las 
deux lamelles-moules ; 

- une phase 90 de sectionnement des b fils, de 
part et d'autre du materiau durcissable apres 
son durcissement, las b fils constituant les­
dits chemins transversaux. 

Une SI analogue a celles 1002, 2003, 3004, ... , 
de la figure 7, est realisee selon un procede de 

fabrication na comportant qua des etapes analo­
gues· a celles constituant la phase 80 de la figure 
8, ou celle 800 de· 1a figure 9, les trous n'etant en 
outre realises qu'aux sommets du quadrillage. 

s Des variantes des premier et second modes de 
realisation du dispositif salon !'invention sont illus­
trees par la figure 10. Les pistes longltudlnales 94 
et 96 (respectivement 97 et 95) de la figure 6 font 
entre-elles un angle droit . L'invention couvre ega-

10 lament deux autres configurations, illustrees sur la 
figure 10, salon lesquelles ces pistes 94 et 96 
(respectiveinent 97 et 95) sont remplacees par des 
pistes 941 et 961 (respectlvement 971 et 951), 
faisant entre elles un angle obtus , ou bien par des 

1s pistes 942 et 962 (respectivement 972 et 952), 
faisant entre elles un angle aigu . Ces deux types 
de pistes sont tels que las chemlns transversaux 
Indirects -reliant respectivement las pistes 94, 941 
ou 942 (respectivement 95, 951 ou 952) sltuees sur 

20 . la premiere face de la lamelle aux pistes 96, 961 
ou 962 (respectivement 97, 971 ou 972) situees sur 
la seconde face de la lamelle- passent par la 
mediatrice D des positions des deux plots 611 et 
612 d~ la premiere face. 

25 b· . L'invention couvre aussi des modes de realisa- . 
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· tion selon lesquels le pas de decalage p est un 
entier strlctement superieur a 1. 

Revendlcatlons 

1. Dispositlf (6) d'lnterconnexlon entre un circuit 
integre Cl (1) comportant des plots (11) dispo­
ses sur une face active (12) et un circuit elec­
trlque CE (4) comportant une surface sensible­
ment parallele a la face active du Cl (1 ), ou 
sont situes des points de connexion (41), ledit 
dispositif (6), reliant des plots du Cl (1 ) et deli! 
points de connexion du CE (4), et comportant : 

- au moins une lamelle d'un premier type 
(100), fabrlquee dans un materiau electri­
quement isolant, placee entre la face ac­
tive (12) du Cl (1) et le CE (4), dont les 
faces comportent chacune des plots (61, 
62, 611, 612, 621, 622), les plots (61, 
611, 621) d'une premiere face (601), si­
tuee en regard du Cl (1 ), etant disposes 
eo. face de ceux (11) du Cl (1 ), et les 
plots (62, 612, 622) de la seconde face 
(602), situee en regard du CE (4), etant 
disposes en face des points de 
connexion (41) du CE (4), ladite lamelle 
(100) comportant en outre des moyens 
internes (91 ; 98 ; 94, 93, 96 ; 95, 92, 
97), assurant un contact electrique entre 
les plots (61, 611, 621) de ladite premie­
re face (601) et ceux (62, 612, 622) de 
ladlte seconde face (602), 
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tue une etape 50 (cette definition est fonction 
de la correspondance desiree entre les plqts 
du Cl et les points de connexion du CE) ; ·· 

- des trajets sont choisis selon cette definition 
pendant une etape 60 ; ces trajets compor­
tent des traversees de la lamelle dans des 
trous et des deplacements sur l'une et l'autre 
face de la lamelle le long desdites pistes 
serigraphlees ; 

- les trous et pistes conducteurs d'electricite 
non choisis lors de l'etape 60 precedente 
sont traitl~s de fagon a ne plus condulre 
l'electricite : lls sont "grilles" ; cette operation 
constitue l'etape 70. 

Les etapes 10, 20 et 30, constituant une phase 
J de fabrication d'une lamelle comportant des 

.hemlns transversaux, peuvent ~tre remplacees par 
rne phase 800, dont le sch6ma synoptique est 
lonne par la figure 9, et qui comporte: 

- une phase 81 de disposition, d'un nombre b, 
egal au nombre de sommets et de centres 
d'un premier quadrillage, de bobines d'un fil 
conducteur d'electricite, assurant une reparti­
tion de b fils aux sommets et aux centres de 
ce premier quadrillage ; ·-

- 1.1ne phase (82, 83) de fabrication d'une pre­
miere lamelle, dlte "lamelle-moule", fabri­
quee dans un materiau n'adherant pas au 
materiau isolant, dont la surface est au moins 
egale a celle de la lamelle du dispositif, com­
portant b trous, repartis aux sommets et aux 
centres du premier quadrillage, chacun des 
trous ayant de preference une section dont la 
forme et les dimensions sont senslblement 
les m~mes que celle des flls ; 

- une phase 84 de passage des b fils respecti­
vement dans les b trous correspondants de la 
premiere lamelle-moule ; 

- une phase (85, 86) de fabrication et de per­
gage d'une seconde lamelle-moule, ayant 
sensiblement les m~mes caracteristiques que 
la premiere et comportant ·en outre des 
moyens de fixation desdits b fils ; 

- une phase 87 de passage des fils dans la 
seconde lamelle moule et de positionnement 
de celle-ci; 

- une phase 88 de fixation des b fils respecti· 
vement dans les b trous correspondants de 
ladite seconde lamelle-moule ; 

- une phase 89 d'injection d'un materiau dur­
cissable, electriquement isolant, entre les 
deux lamelles-moules ; 

- une phase 90 de sectionnement des b fits, de 
part et d'autre du materiau durcissable apres 
son durcissement, les b fils constituant les­
dits chemins transversaux. 

Une SI analogue a celles 1002, 2003, 3004, ... , 
de la figure 7, est realisee salon un procede de 

fabrication ne comportant que des etapes analo­
gues a celles constituant la phase 80 de la figure 
8, ou celle 800 de la figure 9, les trous n'6tant en 
outre raalises qu'aux sommets du quadrlllage. 

s Des variantes des premier et second modes de 
realisation du dispositlf salon !'invention sont illus­
trees par la figure 1 O. Les pistes longltudinales 94 
et 96 (respectivement 97 et 95) de la figure 6 font 
entre-elles un angle droit. L'invention couvre ega-

10 lament deux autres configurations, illustrees sur la 
figure 10, salon lesquelles ces pistes 94 et 96 
(respectfvement 97 et 95) sont remplacees par des 
pistes 941 et 961 (respectlvement 971 et 951 ), 
faisant entre elles un angle obtus , ou bien par des 

15 pistes 942 et 962 (respectivement 972 et 952), 
faisant entre elles un angle aigu . Ces deux types 
de pistes sont tels que les chemlns transversaux 
Indirects -reliant respectivement les pistes 94, 941 
ou 942 (respectivement 95, 951 ou 952) situees sur 

20 . la premiere face de la lamelle aux pistes 96, 961 
ou 962 (respectivement 97, 971 ou 972) situees sur 
la seconde face de la lamelle· passent par la 
mediatrice 0 des positions des deux plots 611 et 
612 d~ la premiere face. 

2s h L;invention couvre aussi des modes de reallsa· 
tion salon lesquels le pas de decalage p est un 
antler strictement superieur a 1. 
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Revendlcatlons 

1. Dispositif (6) d'interconnexion entre un circuit 
integre Cl (1) comportant des plots (11) dispo· 
ses sur une face active (12) et un circuit elec­
trique CE (4) comportant une surface sensible­
ment parallele a la face active du Cl (1 ), ou 
sont situes des points de connexion (41), !edit 
dispositif (6), reliant des plots du Cl (1) et des 
points de connexion du CE (4), et comportant: 

., 

• au moins une lamelle d'un premier type 
(100), fabriquee dans un materiau electri­
quement isolant, placee entre la face ac­
tive (12) du Cl (1) et le CE (4), dont les 
faces comportent chacune des plots (61, 
62, 611, 612, 621, 622), les plots (61, 
611, 621) d'une premiere face (601 ), sl­
tuee en regard du Cl (1 ), etant disposes 
en face de ceux (11) du Cl (1 ), et les 
plots (62, 612, 622) de la seconde face 
(602), situee en regard du CE (4), etant 
disposes en face des points de 
connexion (41) du CE (4), ladite lamelle 
(100) comportant en outre des moyens 
internes (91 ; 98 ; 94, 93, 96 ; 95, 92, 
97), assurant un contact electrique entre 
les plots (61, 611, 621) de ladite premie­
re face (601) et ceux (62, 612, 622) de 
ladite seconde face (602), 
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- des moyens d'assemblage p~r:soudure 
ou brasure assurant un contact electri­
que, entre les plots (11) du GI (1) el les 
plots (61, 611, 621) de ladlte premiere 
face (601) d'une part, et entre les plots 
(62, 612, 622) de ladite seconde face et 
les points de connexion (41) du CE (4) 
d'autre part, lesdits ·moyens d'assembla­
ge comportant des · microvolumes d'un 
materlau conducteur d'electrlcite formes 
sur run et/ou rautre des plots ou points 
de connexion qui doivent ~tre en contact 
81ectrique, chacun desdits microvolumes 
ayant eta souchj aux plots ou points de 
connexion qui l'environnent, les plots (11) 
du Cl (1 ), de ladite premiere face (601 ), 
de ladite seconde face (602), et les 
points de connexion (41) du CE (4) etant 
respectivement disposes aux sommets 
de quatre quadrill~es (Oci. 01 , 02, Oce) 
reguliers, ces quatre quadrillages etant 
ldentlques, ldentiquement orlentes, et 
non decales les uns par rapport aux au­
tres dans un plan abstrait de ri§terence 
(7) parallele a la face active (12) du Cl 
(1), • .. 

le dispositif etant caracterise en ce que : 
- les plots (61, 62, 611, 612, 621, 622) de 

ladlte lamelle (100) sont de finesse inter­
mediaire entre celle des plots (11) du Cl 
(1) et celle des points de connexion (41) 
du CE (4), 

- lesdits moyens intemes (91 ; 98 ; 94, 93, 
96; 95, 92, 97) assurant un contact elec­
trlque comportent·un nombre predetermi­
ne de voles conductrices d'81ectricit8 fu­
sibles (91 ; 98) traversant la lamelle (100) 
sans decalage en des points correspon­
dant auxdits sommets selon un chemin 
transversal° perpendiculaire audit plan de 
reference (7) et un nombre predetermine 
et non nul de voles conductrices d'elec­
tricite fusibles (94, 93, 96 ; 95, 92, 97) 
traversant la lamelle (100) avec un deca­
lage donne dans ledit plan de reference 
(7) s'effectuant pour une m~m~ lamelle 
(100) selon rune des deux directions de 
run des quadrillages (Q1, 02) des faees 
de la lamelle (100), ledit decalage corres­
pondant a un nombre prefixe entier stric­
tement positif p de pas dudit quadrillage 
(Q1 I 02); 

- et en ce que lesdites voies conductrices 
(94, 93, 96 ; 95, 92, 97) avec decalage 
comportent chacune une premiere piste 
longitudinale (94 ; 95), rectiligne, reallsee 
sur ladite premiere face (601) paralllf le­
ment a une premiere direction de piste, 
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une se~9n!;'!e piste longitudinale (96 ; 97), 
rectiligne, · realisee sur ladite seconde 

.. face (602) parallelement a une seconde 
direction de piste et un chemin transver­
sal (93 ; 92) reliant les extremltes desdl­
tes deux pistes longltudlnates a travers 
ladlte lamelte (100) perpendlculalrement 
audit plan de reference (7). 

2. Dlspositlf selon la revendlcatlon 1, caracterlse 
en ce que ladite premiere direction des pistes 
longltudlnales sur la premiere face (601) et 
ladlte seconde direction des pistes longltudina­
les sur la seconde face (602) sont symetrlques 
par rapport a la direction de decalage pour la 
lamelle (100). 

3. Dispositlf selon l'une des revendlcations 1 ou 
2, caracterise en ce que le nombre p est egal 
a 1. 

4. Disposltif selon la revendication 3, caracterise 
en ce que lesdites premiere et ·seconde direc­
tions de pistes longitudinales sont respective­
ment une premiere dlagonale (01) et une se­
conde dlagonale (02) dudlt quadrlllage (01, 
02), et que la longueur de chacune des pistes 
longitudinales est egale a la moiti8 d'une dia­
gonale. 

6. Dlspositif selon l'une des revendications 1 a 4, 
caracterlse en ce que les dimensions de la 
lamelle (100) dans ledit plan de reference (7) 
sont senslblement egales a celles du Cl (1 ). 

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce qu'il comporte : 

- un nombre n de lamelles dudit premier 
type (1000, 2000, 3000, 4000) empilees 
et placees entre la face active (12) du Cl 
(1) et le CE (4), les directions de decala­
ge respectives des lamelles du premier 
type (1000, 2000, 3000, 4000) etant OU 

non orientees dlfteremment les unes par 
rapport aux autres selon le decalage glo­
bal recherch9, 
un nombre n-1 de lamelles d'un second 
type (1002, 2003, 3004), chacune etant 
intercal9e entre deux lamelles successi­
ves du premier type (1000, 2000, 3000, 
4000), fabriquees dans un materiau elec­
triquement isolant, dont les faces com­
portent chacune des plots qui sont de 
m@me finesse que celle des plots des 
lamelles du premier type et sont dispo­
ses auxdlts sommets, les plots des faces 
d'une lamelle du second type donnee 
etant relil~s par des voles conductrlces 
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d'electricite traversant cette lamelle ·sans 
decalage, · 

- des moyens d'assemblage par soudure 
ou brasure des microvolumes d'un mate-·· 
riau conducteur d'electricite assurant un 
contact electrique entre d'une part les 
plots d'une face d'une lamelle du pre­
mier type (1000, 2000, 3000, 4000) et 
d'autre part les plots d'une lamelle du 
second type (1002, 2003, 3004). 

7. Procede de fabrication d'une lamelle du pre­
mier type pour un dlsposltlf selon l'une d•s 
revendlcatlons 1 a 5, ca~rlse en ce qu'll 
comporte: 

, .. une etape (10 : 89) de fabrication dans 
un materiau isolant de la lamelle ; 

- une etape (20, 30 : 81-88, 90) de realisa­
tion des chemins transversaux conduc­
teurs d'electricite fusibles, traversant la 
lamelle perpendiculairement a ses faces 
en des points correspondant auxdits 
sommets et aux extremites des pistes 
longitodinales ; 

- une etape (40) de realisation des plst~s 
longitudinales fusibles, conductrices · 
d'electricite, rectilignes, sur chacune des 
faces de la lamelle, reliant des extremi­
tes de chemins transversaux ; 

- une etape (50) de definition d'une corres­
pondance entre lesdites extremites si­
tuees sur rune desdites faces et celles 
situees sur l'autre desdites faces et de­
vant 8tre reliees electriquement ; 

- une etape (60) de choix de trajets assu­
rant ladite correspondance, chacun des­
dits trajets etant realise soit au moyen 
d'un desdits chemins transversaux soit 
au moyen d'une desdites pistes longitu­
din_ales sltuee sur ladite premiere face, 
suivle d'un desdits chemlns transver­
saux, suivi d'une desdites pistes longitu­
dinales situees sur ladite seconde face ; 

- une etape (70) de destruction des che­
mins transversaux et des pistes longltudi­
nales qui n'ont pas ete choisis. 

8. Procede salon la revendication 7, caracterise. 
en ce que les etapes de fabrication de ladite 
lamelle et de realisation de chemins transver­
saux comportent : 

- une phase (82) de fabrication d'une pre­
miere lamelle-moule, fabriquee dans un 
materiau non susceptible d'adMrer audit 
materiau isolant ; 

- une phase (83) de pergage de ladite 
premiere lamelle-moule perpendiculaire­
ment a ses faces en des points corres-
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pondant aux sommets et aux extremites 
des pistes longitudinales de la lamelle a 
fabriquer; 

- une phase (84) de passage de fits 
conducteurs d'electricite dans les trous 
de ladite premiere lamelle-moule ; 

- une phase (85, 86) de fabrication d'une 
seconde lamelle-moule, fabriquee dans 
le m8me materlau que la premiere lamel­
le-moule et percee de la m8me fagon ; 

- une phase (87) de passage desdlts flls 
dans la seconde lamelle-moule et de po­
sltlonnement de celle·cl parallelement l 
ladlte premiere lamelle-moule : 

- une phase (89) d'lnJectlon d'un materlau 
durclssable, electriquement isolant, entre 
les deux lamelles-moules ; 

- une phase (90) de sectionnement des 
fils, de part et d'autre dudit materiau 
durcissable apres son durclssement, les 
fils constltuant lesdlts chemins transver­
saux et ledit materiau durcissable consti­
tuant le materiau isolant de la lamelle. 

9. Procede salon l'une des revendications 7 ou 8, 
caracterise en ce que les pistes longitudinales 
sont realisees par serlgraphie sur les faces de 
la lamelle. 

Claims 

1. Interconnection device (6) between an inte­
grated circuit IC (1) including lands (11) ar­
ranged on an active face (12) and an electrica:I 
clcuit EC (4) including a surface substantially 
parallel to the active face of the IC (1 ), at which 
connection points (41) are situated, the said 
device (6) linking lands of the IC (1) and con­
nection points of the EC (4), and including: 

- at least one wafer of a first type (100), 
fabricated in an electrically Insulating ma­
terial, placed between the active face 
(12) of the IC (1) and the EC (4), the 
faces of which each include lands (61, 
62, 611, 612, 621, 622), th~ lands (61, 
611, 621 ) of a first face (601 ), situated 
opposite the IC (1 ), being arranged fac­
ing those (11) of the IC (1 ), and the lands 
(62, 612, 622) of the second face (602), 
situated opposite the EC (4), being ar­
ranged facing connection points (41) of 
the EC (4), the said wafer (100) further 
including internal means (91; 98; 94, 93, 
96; 95, 92, 97), providing an electrical 
contact between the lands (61, 611, 621) 
of the said first face (601) and those (62, 
612, 622) of the said second face (602), 

s * 
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- means of assembly by welding or solder- ond face (602) parallel to .a second track 
Ing, providing an electrical contact be- direction and a transverse path (93; 92) 
tween the lands (11) of the IC (1) and the linking the extremities of the said two 
lands (61, 611, 621) of the said first face longitudinal tracks through the said wafer 
(601) on the one hand and between the 5 (100) perpendicularly to the said refer-
lands (62, 612, 622) of the said second encE1 plane (7). 
face and the connection points (41) of 
the EC (4) on the other hand, the said 2. Device according to claim 1, characterized In 
assembly means including mlcrovolumes that the said first direction of the longltudlnal 
of an electrically conducting material 10 tracks on the first face (601) and the said 
formed on one and/or the other of the second direction of the longitudinal tracks on 
lands or connection points which have to the second face (602) are symmetric with re-
be in electrical contact, each of the said spect to the direction of offset for the wafer 
microvolumes having been welded to the (100). 
lands or connection points which sur- 15 

round it, the lands (11) of the IC (1 ), of 3. Device according to one of claims 1 or 2, 

0 the said first face (601 ), of the said sec- characterized in that the number p is equal to 
ond face (602), and the connection points 1. 
(41) of the EC (4) being arranged respec-
tively at the vertices of four regular grids 20 4. Device according to claim 3, characterized In 

(01c. 01 , ~. Oec). these four grids being that the said first and second longitudinal track 

identical, identically oriented and not off- directions are respectively a first diagonal (D1 ) 
set with respect to one another in an and a second diagonal (D2) of the said grid 
abstract reference plane (7) parallel to (01 I 02), and that the length of each of the 
the active face (12) of the IC (1 ), . 25 longitudinal tracks is equal to half of a diag-
the device being characterized in that:. onal. 

- the lands (61, 62, 611, 612, 621, 622) of 
the said wafer (100) are of a fineness 5. Device according to one of claims 1 to 4, 
intermediate between that of the lands characterized in that the dimensions of the 
(11) of the IC (1) and that of the connec- 30 wafer (100) in the said reference plane (7) are 
tion points (41) of the EC (4), substantially equal to those of the IC (1 ). 

- the said Internal means (91; 98; 94, 93, 
96; 95, 92, 97) providing an electrical 6. Device according to one of Claims 1 to 5, 

\ i. 
contact include a predetermined number characterized in that it includes: 

~- of fusible electrically conducting chan- 35 a number n of wafers of the said first 
nels (91; 98) passing through the wafer type (1000, 2000, 3000, 4000) stacked 
(100) without offset at points correspond- and placed between the active face (12) 
Ing to the said vertices along a trans- of the IC (1) and the EC (4), the respec-
verse path perpendicular to the said ref- tive directions of offset of the wafers of 
erence plane (7), and a predetermined 40 the first type (1000, 2000, 3000, 4000) 
and non-zero number of fusible electri- being oriented or not oriented differently 
cally conducting channels (94, 93, 96; with respect to one another according to 
95, 92, 97) passing through the wafer the overall offset sought, 
(100) with a given offset in the said refer- - a number n-1 of wafers of the second 
ence plane (7) being effected for the 45 type (1002, 2003, 3004), each being in-
same wafer (100) along one of the two · terposed between two successive wafers 
directions of one of the grids (01 , 02) of of the first type (1000, 2000, 3000, 
the faces of the wafer (100), the,.!5aid 4000), fabricated in an electrically insu-
offset corresponding to a predefined, fating material, the faces of which each 
strictly positive, integer number p of 50 include lands which are of the same fine-
pitch of the said grid (01 , 02 ); ness as that of the lands of the wafers of 
and in that the said conducting channels the first type and are arranged at the 
(94, 93, 96; 95, 92, 97) with offset each said vertices, the lands of the faces of a 
Include a first, straight-line longitudinal given wafer of the second type being 
track (94; 95), produced on the said first 55 linked by electrically conducting chan-
face (601) parallel to a first track direc- nels passing through this wafer without 
tion, a second straight-line longitudinal offset, 
track (96; 97), produced on the said sec-

9 
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- means of assembly by welding or solder­
ing of the microvolumes of an electrically 
conducting material providing an. elec­
trical contact between, on the one hand, . 
the lands of one face of a wafer of the 
first type (1000, 2000, 3000, 4000) and, 
on the other hand, the lands of a wafer of 
the second type (1002, 2003, 3004). 

7. Method of fabricating a wafer of the first type 
for a device according to one of claims 1 to 5, 
characterized In that it Includes: 

- a step·(10; 89) of fabricating the wafer in 
an insulating material; 

\ / 

a step (20, 30; 81-88, 90) of producing 
fusible electrically conducting transverse 
paths, passing through the wafer per-
pendicularly to its faces at points cor­
responding to the said vertices and at 
the extremities of the longitudinal tracks; 
a step (40) of producing straight-line fus­
ible, electrically conducting longitudinal 
tracks, on each of the faces of the wafer, 
linking the extremities of transverse 
paths; 
a step (50) of defining a correspondence 
between the said extremities situated on 
one of the said faces and those situated 
on the other of the said faces and having 
to be electrically linked; 

- a step (60) of choice of routes providing 
the said correspondence, each of the 
said routes being produced either by 

' ' 
means of one of the said transverse 
paths or by means of one of the said 
longitudinal tracks situated on the said 

'I 

~· 

first face, followed by one of the said 
transverse paths, followed by one of the 
said longitudinal tracks situated on the 
said second face; 

- a step (70) of destruction of the trans­
verse paths and of the longitudinal tracks 
which have not been chosen. 

8. Method according to claim 7, characterized in 
that the steps of fabricating the said wafer and 
of producing transverse paths include: 

- a phase (82) of fabricating a first wafer 
mould, fabricated in a material which'··is 
not able to adhere to the said insulating 
material; 

- a phase (83) of piercing the said first 
water mould perpendicularly to its faces 
at points corresponding to the vertices 
and to the extremities of the longitudinal 
tracks of the wafer to be fabricated; 

- a phase (84) of passing electrically con­
ducting wires into the holes of the said 
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first wafer mould; 
- a phase (85, 86) of fabricating a second 

wafer mould, fabricated in the same ma­
terial as the first wafer mould and 
pierced in the same way; 

- a phase (87) of passing the said wires 
Into the second wafer mould and of posi­
tioning the latter parallel to the said first 
wafer mould; . 

- a phase (89) of injecting an electrically 
Insulating hardenable material, between 
the two wafer moulds; 

- a phase (90) of sectioning the wires, on 
either side of the said hardenable ma­
terial after its hardening, the wires con­
stituting the said transverse paths and 
the said hardenable material constituting 
the insulating material of the wafer. 

9. Method according to one of claims 7 or 8, 
characterized in that the longitudinal tracks are 
produced by screen printing on the faces of 
the wafer. 

PatentansprUche 

1. Verbindungsvorrichtung (6) zwischen einem ln­
tegrierten Schaltkreis Cl (1 ), der auf einer akti­
ven Seite (12) Kontaktbereiche (11) besitzt, 
und einer elektrischen Schaltung CE (4), die 
eine im wesentlichen parallel zur aktiven Seite 
des Cl (1) verlaufende Oberfliiche besitzt, auf 
der AnschluBpunkte (41) liegen, wobei die Vor­
richtung (6) Kontaktberelche des Cl (1) mit 
AnschluBpunkten des CE (4) verbindet und 
aufweist: 

- mindestens eine Lamelle eines ersten 
Typs (100) aus einem elektrisch isolle­
renden Material, die zwlschen der aktiven 
Salte (12) des Cl (1) und dam CE (4) 
liegt und deren Seiten je Kontaktbereiche 
(61, 62, 611, 612, 621, 622) besitzt, wo­
bei die Kontaktbereiche (61, 611, 621) 
einer ersten Seite (601 ), die dem Cl (1) 
gegenOberliegt, mit den Kontaktberei­
chen (11) des Cl korrespondieren, w§h­
rend die Kontaktbereiche (62, 612, 622) 
der zweiten Seite (602), die dem CE (4) 
gegenOberliegt, mit den AnschluBpunkten 
(41) des CE (4) korrespondieren und wo­
bei die Lamelle (100) waiter innere Mittel 
(91; 98; 94, 93, 96; 95, 92, 97) aufweist, 
die einen elektrischen Kontakt zwlschen 
den Kontaktbereichen (61, 611, 621) der 
ersten Seite (601) und denen (62, 612, 
622) der zweiten Salte (602) herstellen, 

- Mittel zum VerschweiBen oder Verloten, 
die einen elektrischen Kontakt zwlschen 
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den Kontaktbereichen (11) des Cl (1) und 
den Kontaktbereichen (61, 611, 621) der 
ersten Sette (601) einerseits und zwi­
schen den Kontaktbereichen (62, .. 612, 
622) der zwelten Seite und den An­
schluBpunkten (41) des CE (4) anderer­
selts herstellen, wobei diese Mittel Mikro­
volumen eines elektrisch leitenden Mate­
rials aufweisen, die auf einen oder den 
anderen der Kontaktberelche oder An­
schluBpunkte aufgebracht slnd, die mlt­
einandei' In elektrlschen Kontakt gebracht 
warden sollen, wobel Jedes der Mlkrovo­
lumen an die sle umgebenden Kontakt­
berelche oder AnschluBpunkte angelotet 
worden 1st und wobei die Kontaktberei­
che (11) des Cl (1 ), der ersten Sette 
(601) und der zweiten Seite (602) sowie 
die AnschluBpunkte (41) des CE (4) an 
den Scheitelpunkten von vier Rastern 
(Oci. 01, ~. OcE) liegen, die regelmliBig, 
identisch und identisch orientiert sind so­
wie zueinander in elner abstrakten Be­
zugsebene (7) parallel zur aktiven Seite 
(12) des Cl (1) nlcht versetzt slnd, da­
durch gekennzeichnet, daB die Kontakt­
bereiche (61, 62, 611, 612, 621, 6~) der 
Lemelle (100) hlnsichtlich ihrer Finesse 
zwischen der der Kontaktbereiche (11) 
des Cl (1) und der AnschluBpunkte (41) 
des CE (4) liegen, 

- die inneren Mlttel (91; 98; 94, 93, 96; 95, 
92, 97), die elnen elektrischen Kontakt 
herstellen, elne vorgegebene Anzahl von 
schmelzbaren . elektrischen Leltwegen 
(91; 98) durch die Lamelle (100) ohne 
Versetzung hlndurch an Punkten entspre­
chend den Scheitelpunkten gemliB el­
nem zur Bezugsebene (7) senkrechten 
DurchlaB und eine vorgegebene Anzahl 
groBer Null von schmelzbaren elektri­
schen Leitwegen (94, 93, 96; 95, 92, 97) 
aufweisen, die die Lamelle (100) mit ei­
ner auf die Bezugsebene (7) bezogenen 
Versetzung durchqueren, wobel fUr eine 
gegebene Lamelle (100) die Versetzung 
in einer von zwei Richtungen eines der 
Raster (01 , ~) der Selten der Lamelle 
(100) erfolgt und einer vorgegebenen p~­
sitiven ganzen Zahl p von Schritten des 
Rasters (Q1 , ~) entspricht, 

- und daB die elektrischen Leitwege (94, 
93, 96; 95, 92, 97) mit Versetzung je eine 
erste geradlinige Llingsleitei'bahn (94; 
95) auf der ersten Seite (601) parallel zu 
einer ersten Bahnrichtung, ejne zweite 
geradlinige Uingsbahn (96; 97) auf der 
zweiten Seite (602) parallel zu einer 
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zweiten Bahnrichtung und einen DurchlaB 
(93; 92) aufweisen, der die Enden der 
beiden Uingsbahnen durch die Lamelle 
(100) hindurch senkrecht zur Bezugsebe-
ne (7) verblndet. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die erste Llingsbahnrichtung auf 
der ersten Seite. (601 ) und die zweite Llings-
bahnrichtung auf der zwelten Salte (802) sym-
metrlsch bezUglich der Versetzungsrichtung fUr 
die Lamelle (100) slnd. 

3. Vorrlchtung nach elnem der AnsprUche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die Zahl p den 
Wert 1 hat. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die erste und die zweite Bahn-
llingsrichtung in einer ersten Diagonale (D1 ) 
und einer zweiten Dlagonale (~) des Rasters 
(01 , 02) verlaufen und daB die Unga Jeder 
Uingsbahn gleich der Hlilfte einer Diagonale 
ist. 

5. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 
4, dad'-!rch gekennzeichnet, daB die Abmes-
sungen der Lamelle (100) in der Bezugsebene 
(7) im wesentlichen gleich denen des Cl (1) 
sind. 

6. Vorrichtung nach elnem der AnsprUche 1 bis 
5, dadurch gekennzelchnet, daB sle aufwelst: 

n Lamellen des ersten Typs (1000, 2000, 
35 3000, 4000), die zwlschen der aktiven 

Seite des Cl (1) und dem CE (4) Oberein­
anderliegen, wobei die Rlchtungen der 
jeweiligen Versetzungen der Lamellen 
des ersten Typs (1000, 2000, 3000, 

40 4000) je nach der gewOnschten globalen 
Versetzung unterschiedlich sind oder 
nicht, 
(n-1) Lamellen eines zweiten Typs (1002, 
2003, 3004), die je zwlschen zwei aufein-

45 anderfolgende Lamellen des ersten Typs 
(1000, 2000, 3000, 4000) eingelegt sind 
und aus einem elektrisch isolierenden 
Material bestehen sowie auf ihren Seiten 

Je Kontaktbereiche mit derselben Finesse 
50 ., wie der der Kontaktbereiche der Lamel­

len des ersten Typs besltzen und an den 
Scheiteln liegen, wobel die Kontaktberei­
che der Seiten einer gegebenen Lamelle 
des zweiten Typs Ober elektrische 

55 DurchUlsse durch diese Lamelle hindurch 
ohne Versetzung miteinander verbunden 
sind, 

11 
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- Mittel zum Verl5ten oder VerschweiBen 
der Mikrovolumen eines elektrischen 
Leitmaterials, das elnen eleidrischen 
Kontakt zwischen einerseits den Kontakt­
bereichen einer Seite einer Lamelle des · 
ersten Typs (1000, 2000, 3000, 4000) 
und andererseits den Kontaktbereichen 
einer Lamelle des zwelten Typs (1002, 
2003, 3004) gewlhrleistet. 

7. Verfahren zur Herstellung einer Lamelle des 
ersten Typs ftlr elne Vorrlchtung nach elnem 
der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzelch­
net, daB es aufwelst: 

- einen Verfahrensschritt (1 O; 89), In dem 
die Lamelle aus einem lsoliermaterial 

v hergestellt wird, 
- elnen Verfahrensschritt (20, 30; 81-88, 

90), bei dem elektrlsch leltende schmelz-
bare Durchllsse durch die Lamelle senk­
recht zu ihren Seiten an Punkten ent­
sprechend den Scheitelpunkten und den 
Enden der Llngsbahnen_ hergestellt war-
den, 
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der Uingsbahnen der herzustellenden 
Lamelle durchstochen wlrd, 

- eine Phase (84), In der elektrisch leitende 
Drlhte in die L5cher der ersten Lamel-
lenform elngesteckt warden, · 
eine Phase (85, 86), In der eine zweite 
Lamellenform aus demselben Material 
wie die erste Lamellenform hergestellt 
und in gleicher Weise perforlert wird, 

- eine Phase (87), In der die Drlhte in die 
zweite Lamellenform hlnelngesteckt war­
den und dlese zwelte Lamellenform pa­
rallel zur ersten Lamellenform angeord· 
net wlrd, 

- eine Phase (89), In der hlrtbares elek­
trisch lsollerendes Material zwischen die 
belden. Lamellenformen lnjlzlert wlrd, 

- eine Phase (90), In der die Drlihte zu 
beiden Selten des hlrtbaren Materials 
nach dessen. Aushlirtung abgeschnitten 
warden, wobei die Drlihte die Durchllisse 
bilden und das hlrtbare Material das iso· 
lierende Material der Lamelle. 

- einen Verfahrensschritt (40), in dem 
schmelzbare geradlinige elektrisch leiten­
de Uingsbahnen auf jeder Selte der t:a~ 
melle ausgebildet warden, die an die En-

25 9. Verfahren nach einem der AnsprOche 7 oder 8, 

den der Durchllsse angeschlossen sind, 
- einen Verfahrensschritt (50) der Definition 

einer Korrespondenz zwischen den auf 
einer der Seiten liegenden Enden und 
dem auf der anderen Seite liegenden 
Enden, die miteinander elektrisch ver­
bunden warden sollen, 

- einen Verfahrensschritt (60) der Auswahl 
der Pfade zur Realislerung dleser Korre­
spondenz, wobei jeder der Pfade entwe-
der mit Hilfe eines Durchlasses oder mit 
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Hilfe einer der auf der ersten Seite lie- 40 

genden Liingsbahn, gefolgt von einem 
DurchlaB und gefolgt von einer auf der 
zweiten Seite llegenden Uingsbahn ge­
bildet wird, 

- einen Verfahrensschritt (70), bei dem die 45 

nicht ausgewlhlten Durchllsse und 
Liingsbahnen zerst5rt werden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch geker:ut 
zeichnet, daB die Schritte zur Herstellung dar· 50 

Lamelle und zur Ausbildung der Durchllisse 
aufweisen: 

- eine Phase (82) der Herstellung einer 
ersten Lamellenform aus elnem Material, 
das an dam lsoliermaterial nicht anhaftet, 55 

- eine Phase (83), in der die Lamellenform 
senkrecht zu lhren Seiten an Punkten 
entsprechend den Scheiteln und Enden 

12 

dadurch gekennzeichnet, daB die Uingsbahnen 
durch Serigraphie auf den Seiten der Lamelle 
ausgeblldet warden. 


